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【57】申請專利範圍
1.　一種碳化矽合成法，包含：將一含碳廢棄物於一次臨界條件下進行水熱碳化反應，得到
一水熱碳化產物，其中該次臨界條件的溫度介於 180~374℃、壓力介於 2~22MPa；將該
水熱碳化產物烘乾，得到一水合碳產物；將該水合碳產物、一含矽材料及乙醇混合後於

一超臨界條件下進行醇熱合成反應，得到一中間產物；以及烘乾該中間產物，在一氮氣

環境下進行熱碳還原反應，取得一最終產物，該最終產物包括碳化矽，其中該碳化矽中

的矽含量至少為 6.8wt%。
2.　如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該含碳廢棄物包括生質碳、塑膠廢棄物或其組合。
3.　如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應的壓力係 90巴至 105巴之間。
4.　如請求項 3所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應的壓力係 95巴至 100巴之間。
5.　如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應的溫度為攝氏 200度至 300度之
間。

6.　如請求項 5所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應的溫度為攝氏 250度至 280度之
間。

7.　如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應中的該含碳廢棄物與水的重量比為
1：0.5至 1：2。

8.　如請求項 7所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應中的該含碳廢棄物與水的重量比為
1：0.7至 1：1。

9.　如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應的氣相環境包括氮氣、二氧化碳、
空氣或其組合。

10.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該水熱碳化反應需於轉動條件下進行反應，該轉動
速度為小於或等於每分鐘 200轉。

11.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該含矽材料包括或其組合。
12.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該醇熱合成反應的壓力係 10巴至 20巴之間。
13.   如請求項 12所述碳化矽合成法，其中該醇熱合成反應的壓力係 12巴至 18巴之間。
14.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該醇熱合成反應的溫度為攝氏 150度至 250度之間。
15.   如請求項 14所述碳化矽合成法，其中該醇熱合成反應的溫度為攝氏 200度至 230度之

間。
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16.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該熱碳還原反應的反應時間為 1小時至 5小時之間。
17.   如請求項 16所述碳化矽合成法，其中該熱碳還原反應的反應時間為 2小時至 3小時之

間。

18.   如請求項 1所述碳化矽合成法，其中該最終產物包括燃料碳、活性碳或其組合。
圖式簡單說明

圖 1係本發明一較佳實施例碳化矽合成法之流程圖；圖 2係本發明一較佳實施例碳化矽
合成法中水熱碳化反應所使用的反應系統示意圖；圖 3係本發明一較佳實施例碳化矽合成法
中醇熱合成反應及熱碳還原反應所使用的反應系統示意圖；圖 4係表示本發明諸實驗例於不
同醇熱反應溫度下的產物 FT-IR圖譜；圖 5係表示本發明諸實驗例於不同熱碳還原反應時間
下的產物 FT-IR圖譜；圖 6係表示本發明諸實驗例於不同碳源種類條件下的產物 FT-IR圖
譜；圖 7係表示本發明第一實驗例的產物 XRD分析圖；圖 8係表示本發明第二實驗例的產物
XRD分析圖；以及圖 9係表示本發明第三實驗例的產物 XRD分析圖。
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